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SAMMENDRAG 437 -86

Med henblik pd, i en gaslaser, hvis udladningsrgr

(1) er afsluttet med Brewster-vinduer (4,5), at under-
trykke ugnskede laserlinier har &t af Brewster-vinduerne
{(5) pad sin yderside et flerdobbelt lag (8) med ti til
atten dielektriske lag (9,10). Disse lag har i det gen-
nemtrangende lys's retning den samme tykkelse pd ca.
A/4 (A = bglgelangden for nyttelinien i det pagaldende
lag) og har skiftevis et hgjt og et lavt brydningsin-
deks n, henholdsvis n,, (4n =ng - n, 2 0,5). En fore-
trukken udfgrelsesform: O,488um-Ar+-1aser med kvarts-
vinduer og et flerdobbelt lag pd tolv lag

(nh = 2,2; n, = 1,46) . Anvendelsen af et smalbinds-
trangmittivt Brewster-vindue i stedet for et smalbdnds-
reflektivt spejl eller to spejle med kantkarakteristik
“billigg¢r laseren ved en tilsvarende god linieselektion
og en tilsvarende udgangseffekt.
Hovedanvendelsesomrdde: Zdelgas-ion-laser.
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